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 要  旨 
 
半導体の光化学効果による水の分解は本多氏と藤嶋氏によって発表され、
Honda-Fujishima効果と呼ばれている。この効果は太陽エネルギーを利用して直
接水素を製造することができる可能性を持つためにエネルギー問題が深刻にな
った現在、多くの研究がなされている。水の光分解において半導体電極の果たす
重要な点は(1)光によって形成された電子-正孔対を分離すること、(2)半導体自
身が溶液中で安定であり、溶解反応や酸化膜の形成が起こらないこと、(3)バン
ドギャップが適当で太陽光スペクトルとのマッチングがよいということである。
Siは太陽光スペクトルとマッチングが非常に良い半導体であるが、電解液中で表
面に絶縁膜が形成されてしまうために光電流はほとんど観測することができな
い。そこで、Si表面にバンドギャップが約２eVであるCu２Oを成膜しヘテロ構造を
実現することによって太陽光の長波長成分までを有効に利用できる複合電極の
作製を試みた。さらに表面のCu２Oを高密度のナノロッドにすることで液相との電
荷の授受が起こる面積が増加すると予想される。本研究では自己組織化的に細孔
構造が形成されるポーラスアルミナテンプレートに酸化銅を埋め込むことによ
りナノロッド電極を作製し、光応答を調べることを目的とした。 
n-Si上にCu２O膜を成膜した複合電極の0.1Mol/l KOH中での電流－電圧特性で
は、０バイアス時には短絡電流は流れなかったものの、正バイアス印加時にSi
基板では得ることのできなかった光応答を観測することができた。また、Si/Cu2O
電極の波長依存性を調べたところ光応答は450nm～1100nmにかけて分布しており、
1100nmはSiの吸収端に対応している。この結果からSi/Cu2Oのバンド構造は価電子
帯がほぼ連続した接合になっていると考えられる。また、Cu2O膜のみでも光応答
はわずかに出るのであるが、Si上にCu２O膜を成膜したことによりCu２O膜が窓層
となりSiの光吸収領域を利用できる結果となった。しかしながら、表面に皮膜し
たCu２Oが溶液中で劣化していることがXRDのピーク強度の減少より明らかになっ
た。このため溶液中で安定な電極として用いるためには膜の変化が起きない改善
を行う必要がある。 
 ポーラスアルミナテンプレートはSi上に成膜したAlを陽極酸化することによ
って得られた。この細孔内にCuSO４溶液中で電気化学的堆積を行うことによって
ナノロッドを得ることに成功した。しかしながらナノロッドが広い範囲ではでき
ておらず、電流－電圧特性から光応答を得るところまではできなかった。このよ
うなロッドが一様にできない理由はテンプレートの細孔の一つ一つが電極とみ
なせそれぞれにかかる電場の違いにより生じているものと思われる。 
 
